Circuitos Integrados Analogicos

A microeletrbnica hoje € basicamente fundamentada em circuitos integrados
analégicos e digitais. A tecnologia de integracdo CMOS (Complementary Metal-
Oxide-Semiconductor) é a mais usada, devido a, principalmente, sua alta densidade
de integracao de circuitos.

O objetivo desse curso é o estudo de circuitos analdgicos para a fabricagado de
circuitos integrados CMOS. O estudo de técnicas e projeto de layout de circuitos
integrados n&o é o foco dessa disciplina, apesar de que algumas topologias basicas
de layout serdo apresentadas em casos especificos.



Transistor MOSFET de Canal N
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Transistor MOSFET de Canal P

MOSFET > Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor

PMOS ———> MOSFET de canal P
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Fabricacao do Circuito Integrado

Dimensionamento dos Componentes

1 CAD + Design Kit

Desenho das Mascaras de Layout
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Fabricacao do Circuito Integrado
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Testes em Laboratorio



Regioes de operagao — Modelo SPICE
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Comprimento efetivo de canal

Durante a fabricagdo do MOSFET, as difus6es de source e dreno penetram
por debaixo da area do gate, reduzindo o comprimento do canal em 2AL,,.
Desta forma, o comprimento real do canal ndo é mais equivalente ao
comprimento L do gate, mas ao valor efetivo L=L-2AL,,,.
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Modelo DC SPICE simplificado

Regides de operacéao

Corte
Vgs V(:Is
L
S G D
) ] I ) {VGS <0
>
= Regigo de Deplegéo IDS oy 0
IB
(0<V, <V,
Inversao fraca T Vs
. I,g=1,,e I (1 e 4]
1l
N
. w
e | oo =ik, 7—(n=1)
[t o) > 9 o
VSB T I_L }/

Regido de Deplegio n= 1 +
’ = 224, + Ve,

k,=uC

ox



Triodo - inversao forte
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Saturacdo na inverséao forte
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Equacoes do PMOS

As equacdes do PMOS sdo as mesmas do NMOS, bastando fazer a mudanca
de variaveis:
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Curvas caracteristicas
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